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材料高通量制备与表征技术被列为材料基因组计划的三大技术要素之一。通过一系列高通量合成和表征
技术，可以研究材料形成工艺过程中热力学参数对“成分-组织结构-性能”相关规律的影响，为新材料
合成制备工艺过程的优化提供重要试验依据。通过高通量合成与表征系统获得的大量基础数据将极大的
完善材料相图，同时成为材料计算模拟和数据库共享乃至新材料设计的重要试验基础。在这里我们将为
大家介绍一下我们利用组合薄膜技术开展高温超导体研究的两个工作： 
1.利用组合激光分子束外延技术合成了电子型铜氧化物La2-xCexCuO4-δ （LCCO）的梯度组分薄膜。在同一
片SrTiO3衬底上生长的单一取向LCCO薄膜，可以从最佳掺杂区经过掺杂区连续过度到非超导的费米液体
行为区域（0.10 < x < 0.19）。基于此薄膜的微区电输运表征可分辨化学组分差为δ x=2ⅹ10-4的薄膜的
超导电性。 
2.利用激光镀膜技术合成了超导转变温度Tc连续变化的FeSe薄膜，在单衬底上的FeSe薄膜均为β 相，在
测量范围内，薄膜的超导电性从Tc~11K连续变化至消失。 
以上组合薄膜的成功合成为铜氧化物和铁基超导体的相关物理现象，如量子临界行为的研究提供了有力
的实验基础。 

 

组合薄膜技术在超导体研究中的应用 
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